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Dispositivos de potencia. Configuraciones basicas. Aplicaciones.

0.- Célculos de potencia. 2h

0.1.- Potenciay energia.

0.2.- Bobinasy condensadores.

0.3.- Recuperacion de laenergia.

0.4.- Valor eficaz y valor cuadrético medio.

0.5.- Potencia aparente y factor de potencia.

0.6.- Calculos de potencia en circuitos con sefiales senoidales y no senoidales.
0.7.- Series de Fourier.

1.- Dipositivos de Potencia. 10h
1.1.- El diodo de potencia.

1.1.1.- Caracteristicas estéticas.
1.1.2.- Pérdidas en conduccion.
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1.1.3.- Caracteristicas dinamicas.

1.2.- El transistor bipolar.

1.2.1.- Caracteristicas estéticas.

1.2.2.- Area de funcionamiento seguro.
1.2.3.- Caracteristicas dinamicas.
1.2.4.- Gobierno del transistor.

1.3.- El transistor de efecto de campo.
1.3.1.- Caracteristicas estéticas.

1.3.2.- Area de funcionamiento seguro.
1.3.3.- Caracteristicas dindmicas.
1.3.4.- Circuitos de gobierno.

1.3.5.- Asociacion MOS-BJT. (IGBT)
1.4.- El rectificador controlado de silicio.
1.4.1.- Caracteristicas estéticas.

1.4.2.- Métodos y circuitos de disparo.
1.4.3.- Métodos y circuitos de bloqueo.
1.4.4.- Caracteristicas dinamicas.

1.5.- El TRIAC.

1.5.1.- Caracteristicas estéticas.

1.5.2.- Métodos y circuitos de disparo.
1.5.3.- Métodos y circuitos de bloqueo.
1.5.4.- Caracteristicas dinamicas.

1.6.- Otros dispositivos de cuatro capas.
1.7.- Elementos para disparo.

1.7.1.- El transistor UJT.

1.7.2.- El transistor programable PUT.
1.7.3.- EI DIAC.

1.7.4.- Otros componentes de disparo.
1.7.5.- Aislamiento.

1.7.6.- Optoacopladores.

1.7.7.- Transformadores de impul sos.
1.7.8.- Proteccion de puerta.

1.8.- Protecciones.

1.8.1.- Proteccion térmica.

1.8.2.- Proteccion contra excesos el éctricos.
1.8.3.- Proteccion contratransitorios. Snubbers.

2.- Rectificadores. 10h

2.1.- Rectificadores de media onda.
2.2.- Cargaresistiva.

2.3.- Cargaresistiva-inductiva.

2.4.- Cargaresistiva-inductiva-generador.
2.5.- Rectificadores de onda completa.
2.6.- Rectificador puente.

2.7.- Cargaresistiva.

2.8.- Cargaresistiva-inductiva.

2.9.- Filtros de salida

2.10.- Rectificadores trifasicos.

2.11.- Rectificadores controlados.

3.- Convertidores de tension CC-CC. 8h

Péagina 2 de 5



3.1.- Reguladores lineales de tension.

3.2.- Convertidor conmutado basi co.

3.3.- Convertidor reductor.

3.4.- Convertidor elevador.

3.5.- Convertidor reductor-elevador.

3.6.- Convertidor Cuk.

3.7.- Efectos no idedles.

3.8.- Funcionamiento con corriente discontinua.

Requisitos Previos

Pre-requisitos conceptuales. logaritmos; integrales inmediatas y definidas; desarrollo en serie de
Fourier.
Asignaturas que deberian haber recibido: Tecnologia Electronical y 11 y Electrénica Analdgica.

Objetivos

Conocer los dispositivos de potencia, disefio de las redes de polarizacion y disparo de los mismos.
Conocer los dispositivos el ectronicos auxiliares usados en potencia asi como su uso. Saber disefiar
los circuitos rectificadores controlados y no controlados.

Metodologia

A lavez que se comienza a impartir la asignatura, en las practicas se iran simulando una serie de
circuitos de aplicacion o de conocimiento de funcionamiento de |os componentes.

El trabgo se plantea a principio de la asignatura y a medida que el alumno va avanzando en
conocimientos, éstos le permitirdn dar un buen acabado a montaje practico.

Criterios de Evaluacién

Las préacticas se valorarédn con un 40% del total de la nota debiendo superarlas con, a menos, un 5.
Por otro lado se encargaran trabgjos individuales que supondréan otro 20% de la nota a sumar al
total.

Por ultimo se realizard un examen tedrico consistente en la solucion de varias preguntas cortas y
algun problema de més desarrollo. Si se supera con, a menos, un 5 supondra el 40% de la nota.
Para aguellos alumnos que no hayan asistido a précticas 0 no hayan entregado los trabgjos, se
examinaran en la convocatoria de la parte tedricay de la parte practica debiendo superar ambas. La
valoracion para la nota global seria, en este caso, de un 60% para la teoria'y de un 40% para €l
examen de préacticas.

Descripcion de las Préacticas
Lugar de imparticion:
Laboratorio de Electronica Analégica.

Préctica 1.- Circuito R-L. Célculos de potencia. 1h

Préctica 2.- Recuperacion de laenergia. 1h

Préctica 3.- Rectificador de Media Onda con cargaR-L. 1h

Préctica4.- Rectificacion de Media Onda con carga R-L-G. 1h

Practica 5: Rectificador de Media Onda (M.O.) con cargafiltro por condensador. 1h
Practica 6: Rectificador de M.O. controlado. 1h

Practica 7: Convertidor Elevador-Reductor. 1h
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Practica 8: Disefio y montaje préactico en placa de circuito impreso de un circuito de potencia.8h

Organizacion Docente de la Asignatura

Horas
Contenidos HT HP HCT HTT HAI Competenciasy Objetivos
T1 1 1 1 C1
T1,P1 1 1 1 Cl1,P2,Al
T1,P2 2 1 0 C2,P2,P1,A2,A3
T1,P3 2 1 0 C2,P1,P2,A2,A3
T1,P4 1 1 1 C3,P1,P2,A2,A3
T2,P5 2 1 0 C4,P2,P3
T2,P6 1 1 1 C4,P3
T2,P6 2 1 0 C4,P3,A2
T3,P7 1 1 1 C4,P3,A2
T3,P7 2 1 0 C4,P3,A2
T3,P8 2 1 0 C4,P3,A2
T3,P8 2 1 0 C4,P3,A2
T3,P8 2 1 0 C4,P3,A2
T3,P8 2 1 0 C4,P3,A2
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Horas

Contenidos HT HP HCT HTT HAI Competenciasy Objetivos
T3,P8 2 1 0 3 0 C4,P3A2

Equipo Docente

JOSE MARIA CABRERA PENA (COORDINADOR)
Categoria: Tl TULAR DE ESCUELA UNI VERSI TARI A

Departamento: | NGENI ERI A ELECTRONI CA Y AUTOVATI CA
Teléfono: 928457322  Correo Electrdnico: | cabrera@li ea. ul pgc. es

WEB Personal: http://ww. di ea. ul pgc. es/ users/jcabreral/index.htm

MANUEL ENRIQUEZ CHAVES (RESPONSABLE DE PRACTICAS)
Categoria: TI TULAR DE ESCUELA UNI VERSI TARI A
Departamento: | NGENI ERI A ELECTRONI CA Y AUTOVATI CA
Teléfono: 928451249  Correo Electrénico: nenri quez@li ea. ul pgc. es

JESUSMONFORTE GILO
Categoria: PROFESOR ASOCI ADO LABORAL
Departamento: | NGENI ERI A ELECTRONI CA Y AUTOVATI CA
Teléfono: 928452964  Correo Electronico: j nonforte@li ea. ul pgc. es
WEB Personal: http://ww. di ea. ul pgc. es/ users/jnon/index. htn

Resumen en Inglés

Power devices, basic configurations. Applications.
Nowadays, the conversion is performed with semiconductor switching devices such as diodes,

thyristors and transistors. In contrast to electronic systems concerned with transmission and
processing of signals and data, in power electronics substantial amounts of electrical energy are
processed. In this course we will introduce to these devices and applications.
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